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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Электроника» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности «Системы обеспечения движения 

поездов» и приобретение ими: 

- знаний о принципах действия, параметрах и характеристиках полупроводниковых, 

электровакуумных и газоразрядных приборов; основных типах, принципах построения и 

функционирования, параметрах и характеристиках усилителей, генераторов импульсных и 

цифровых устройств; видах интегральных схем;  

- умений использовать методы расчета и измерения параметров аналоговых и цифровых 

устройств; 

- навыков измерения параметров электронных приборов; расчета усилителей, генераторов, 

импульсных и цифровых устройств; измерения параметров усилителей, импульсных и 

цифровых устройств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электроника" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-10 способностью применять знания в области электротехники и 

электроники для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

ОПК-12 владением основами расчета и проектирования элементов и устройств 

различных физических принципов действия 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Электроника», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения. Лабораторные занятия проводятся в 

лаборатории "Электротехника и электроника" на лабораторных стендах НТЦ-06.100. 

Студенты, выполнившие лабораторные работы, защищают их по тестам, приведенным в 

ФОС дисциплины . Защита контрольных работ и экзамен проводятся во вопросам, 

приведенным в ФОС дисциплины. Контроль самостоятельной работы студентов 

проводится по тестам КСР с использованием СДО КОСМОС.Самостоятельная работа 



студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического 

материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка 

отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации в 

интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной 

работы студентов. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Общие сведения о важнейших этапах развития и элементах электроники 

 

Составные части дисциплины. Важнейшие этапы развития электроники. Основные типы 

элементов радиоэлектронных схем. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Общие сведения о важнейших этапах развития и элементах электроники 

выполнение контрольной работы, прохождение электронного тестирования 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Полупроводниковые приборы 

 

Полупроводниковые материалы, собственные и примесные (p-типа, n-типа) 

полупроводники. Концентрация свободных носителей заряда. Дрейфовое и диффузионное 

движение носителей заряда и параметры, их характеризующие. Электропроводность 

полупроводников и влияние температуры. Генерация и рекомбинация, время жизни 

носителей заряда. 

Разновидности электрических переходов и методы их создания. Р-n переход, его 

образование и свойства. Параметры р-n перехода: ширина обедненного слоя, высота 

потенциального барьера, емкость перехода. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) р-n 

перехода и реального диода. Виды пробоя. Зависимость ВАХ от температуры. 

Разновидности полупроводниковых диодов: выпрямительные, импульсные, 

стабилитроны, варикапы, туннельные и обращенные, СВЧ-диоды. 

Особенности конструкции, основные характеристики, параметры и их зависимость от 

внешних условий. 

Виды структуры, режимы работы, схемы включения биполярных транзисторов. 

Физические параметры (коэффициенты передачи тока в схемах ОЭ и ОБ и др.). 

Статические характеристики в схемах ОЭ и ОБ и их зависимость от температуры. Работа 

транзистора в ключевом режиме, импульсные параметры. 

Конструктивно-технологические разновидности дискретных транзисторов. Мощные и 

СВЧ-транзисторы: особенности конструкций, основные параметры. 

Устройство, принцип действия и классификация полевых транзисторов с управляющим р-

п переходом и переходом металл-диэлектрик-полупроводник (МДП).  

Физические параметры (напряжение отсечки и пороговое, внутреннее сопротивление и 

др.) полевых транзисторов с управляющим р-п переходом, их режимная и температурная 

зависимость. ВАХ транзисторов в схеме с общим истоком.  

Устройство и принцип действия МДП-транзисторов с индуцированным и встроенным 

каналами. Физические параметры, ВАХ и их зависимость от температуры.  

Работа полевого транзистора в ключевом режиме, импульсные параметры. 

Конструктивно-технологические разновидности полевых транзисторов. Мощные МДП-



транзисторы. 

Тиристоры, их типы и принцип действия. Схема включения, ВАХ и параметры динистора. 

Принцип действия тринистора, типы и параметры. 

Симисторы, их типы и принцип действия. Схема включения, ВАХ и параметры.  

Типы интегральных микросхем по технологии изготовления и видам обрабатываемого 

сигнала (аналоговые, цифровые, аналого-цифровые). 

Светодиоды. Устройство, принцип действия, параметры и характеристики. 

Фотоприемники (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры). 

Устройство, принцип действия, параметры и характеристики. 

Оптроны, их типы и параметры. Средства отображения информации. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Полупроводниковые приборы 

выполнение контрольной работы, прохождение электронного тестирования, выполнение 

лабораторных работ 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Допуск к экзамену 

Защита контрольной работы 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Допуск к экзамену 

Эл.тест КСР 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5 Экзамен 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5 Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 7 

Контрольная работа 

 


